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● 1.5 A RMS

● Glass Passivated Wafer

● 400 V to 600 V Off-State Voltage

● Max IGT of 10 mA

● Package Options

PACKAGE PACKING PART # SUFFIX

LP Bulk (None)

LP with fomed leads Tape and Reel R

absolute maximum ratings over operating case temperature (unless otherwise noted)

NOTES: 1. These values apply bidirectionally for any value of resistance between the gate and Main Terminal 1.
2. This value applies for 50-Hz full-sine-wave operation with resistive load. Above 85°C derate linearly to 110°C case temperature at

the rate of 60 mA/°C.
3. This value applies for one 50-Hz full-sine-wave when the device is operating at (or below) the rated value of on-state current. Surge

may be repeated after the device has returned to original thermal equilibrium. During the surge, gate control may be lost.
4. This value applies for one 50-Hz half-sine-wave when the device is operating at (or below) the rated value of on-state current.

Surge may be repeated after the device has returned to original thermal equilibrium. During the surge, gate control may be lost.
5. This value applies for a maximum averaging time of 20 ms.

RATING SYMBOL VALUE UNIT

Repetitive peak off-state voltage (see Note 1)
TICP206D

TICP206M
VDRM

400

600
V

Full-cycle RMS on-state current at (or below) 85°C case temperature (see Note 2) IT(RMS) 1.5 A

Peak on-state surge current full-sine-wave at (or below) 25°C case temperature  (see Note 3) ITSM 10 A

Peak on-state surge current half-sine-wave at (or below) 25°C case temperature (see Note 4) ITSM 12 A

Peak gate current IGM ±0.2 A

Average gate power dissipation at (or below) 85°C case temperature (see Note 5) PG(AV) 0.3 W

Operating case temperature range TC -40 to +110 °C

Storage temperature range Tstg -40 to +125 °C

Lead temperature 1.6 mm from case for 10 seconds TL 230 °C

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted )

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

IDRM
Repetitive peak off-

state current
VD = rated VDRM IG = 0 ±20 µA

IGT
Gate trigger 

current

Vsupply = +12 V†

Vsupply = +12 V†

Vsupply =  -12 V†

Vsupply =  -12 V†

RL = 10 Ω
RL = 10 Ω
RL = 10 Ω
RL = 10 Ω

tp(g) > 20 µs

tp(g) > 20 µs

tp(g) > 20 µs

tp(g) > 20 µs

8

-8

-8

10

mA

VGT
Gate trigger 

voltage

Vsupply = +12 V†

Vsupply = +12 V†

Vsupply =  -12 V†

Vsupply =  -12 V†

RL = 10 Ω
RL = 10 Ω
RL = 10 Ω
RL = 10 Ω

tp(g) > 20 µs

tp(g) > 20 µs

tp(g) > 20 µs

tp(g) > 20 µs

2.5

-2.5

-2.5

2.5

V

† All voltages are with respect to Main Terminal 1.

LP PACKAGE
(TOP VIEW)

MDC2AA

G

MT2

MT1

1
2
3

LP PACKAGE
WITH FORMED LEADS

(TOP VIEW)

G

MDC2AB

MT2

MT1

1
2
3

OBSOLETE
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† All voltages are with respect to Main Terminal 1.
NOTES: 6. This parameter must be measured using pulse techniques, tp = ≤ 1 ms, duty cycle ≤ 2 %. Voltage-sensing contacts separate from

the current carrying contacts are located within 3.2 mm from the device body.
7. The triacs are triggered by a 15-V (open circuit amplitude) pulse supplied by a generator with the following characteristics: 

RG = 100 Ω, tp(g) = 20 µs, tr = ≤ 15 ns, f = 1 kHz.

VT On-state voltage IT = ±1 A IG = 50 mA (see Note 6) ±2.2 V

IH Holding current
Vsupply = +12 V†

Vsupply =  -12 V†

IG = 0

IG = 0

Init’ ITM =  100 mA

Init’ ITM =  -100 mA

30

-30
mA

IL Latching current
Vsupply = +12 V†

Vsupply =  -12 V†
(see Note 7)

40

-40
mA

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted) (continued)

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

TYPICAL CHARACTERISTICS

Figure 1.  Figure 2.  
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 VAA = ± 12 V 
RL = 10 Ω
tw(g) = 20 µs

GATE TRIGGER VOLTAGE

TC - Case Temperature - °C
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TYPICAL CHARACTERISTICS

Figure 3.  Figure 4.  

HOLDING CURRENT

TC - Case Temperature - °C
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LATCHING CURRENT

TC - Case Temperature - °C
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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